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	１．背景
	2次元のNANDフラッシュメモリ注１）が微細化の限界を迎え、メモリセルを3次元に積層する３D NANDフラッシュメモリ（図１）により更なるメモリの大容量化が行われています。フラッシュメモリのような、電源を切ってもデータを失わない不揮発性メモリには、メモリセルがデータを保持する寿命に制限があるという問題がありました。２次元のNANDフラッシュメモリでは、データを記憶するメモリセルの電荷蓄積層が分離しているためメモリセルの間で電荷の移動は生じません。一方、３D NANDフラッシュでは図２に示すように、...
	２．研究内容と成果
	本研究では３D NANDフラシュメモリに固有な不良の現象として、垂直方向の電荷の移動に注目しました。まず電荷移動の現象を詳細に評価、解析しました。図４に示すように、隣接するメモリセル間のしきい値電圧の差が大きくなるほど垂直方向の電界が強くなり、その結果電荷移動によりしきい値電圧が大きく変化して不良になってしまう事が明らかになりました。
	この垂直方向の電荷の移動を抑制するため、本研究チームはVTH Nearingを開発しました。図５ではWL（n+1）のメモリセルを書き込む場合を示しています。本手法はSSDの中のフラッシュメモリを制御するSSDコントローラに搭載されます。提案の制御手法では、WL（n+1）のデータを右に１個、2個、3個・・・7個、シフトなしの8通りを選択することが可能です。そして、WL（n）とWL(n-1)、WL（n+1）との間のしきい値電圧が一番近くなる（電荷の移動が一番小さくなる）シフト量を選択します。これにより...
	３．今後の展開
	注１）フラッシュメモリ
	注３）クラウドデータセンタ

